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能 500 fs以下、10 dBのダイナミックレンジを有すると判断した。 
我々は先にバルク半導体（1.3-µm帯半導体光増幅器(SOA)チップ）を評価する事にした。測定
条件はナノ半導体の特性を考慮し、ポンプ光波長を 1290 nmに固定、入力エネルギーをプローブ
光と 10対 1の関係を保つ様に設定した。また、SOAへの注入電流は 150 mAとした。前述の装置
を用い、プローブ光波長 1270～1330 nmで光位相と光強度変調度の緩和曲線を測定した。この結
果より、光位相変調度は短波長側で位相量πを得られる事が判明し、1310 nm付近でグラフが反転
する傾向が見えた。光強度変調度に関しては、1310 nm 付近にピークを持つ凸型の傾向がある事
が判った。これらは Kramers-Kronigの関係に沿う傾向にある（波長依存性がある）と考えられる。
今後は、より広範囲の波長帯について関係を明らかにし、ナノ半導体(PC/QD光導波路)の波長依
存性と比較して行く予定である。 
 
